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(|S) Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Bearbeitung von Substraten 

Eine Vorrichtung zur Behandlung von Substraten enthalt 
eine Reaktionskammer (24), in der die eigentliche Reaktion 
stattfindet. Beidseits der Reaktionskammer (24) ist je eine 
Eingangsschleuse (16) bzw. Ausgangsschleuse (18) angeord- 
net. Mittel sind vorgesehen, um das zu behandelnde Sub- 
strat von der Eingangsschteuse (16) in die Reaktionskammer 
(24) und von dort in die Ausgangsschleuse (18) zu transpor- 
tieren. Die Schleusen (16, 18) und die Reaktionskammer (24) 
sind Ober Leitungen mit einer Unterdruckpumpe verbindbar. 
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Beschreibung 

im NfedSSSSf VerfahrCn V ° rriChtUng k0 ---.ichen Bearbeitung von Substrain 

5 ^ J e . S ° nders *«htiges Anwcndungsgebiet der Erfindung ist die Reinigung und Ruckatzune von BohH* 

Es is bereits eine Vornchtung zur kontinuierlichen Bearbeitung vorgeschlagen (DE-PS 34 1501 o\ h„; w ^ 

Eben alk bekanm m one Vorrith.ung fdr cine PLsmabehandtag (EP-AI-3 05 241) bei to d2 PI.,™ i„ 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vornchtung zur kontinuierlichen Bearhei 
J*ti^i£Z&££ "*"*' "* *"« V °" fc '" u '* b ™ «» v """"» »«* den beide- 

^. e ' d f m Atzvorgang, der seinem Wesen nach ein Verbrennungsvorgang ist, wird seinerseits Warm, ns— 

32£2rJssi der Leiter f ,a,te - um eine hohe Atzrate und ^'^^^^ziss^ 

IntlXXT Parameter also so gewahlt werden, daB die Temperatur der Leiterplatte mogHchst «na2 

™ W*™, ge "Tu " G ^ enztem Peratur bleibt Um die Temperatur m6glichst genau auf dielem We" Ken 
BnS r m fnU ,T dHhe K r ? icht beher "chbaren Warmequellen aus der Reaknonskammer beseiSt weJden 
Eme der mogl.chen nicht exakt kontrollierbaren Warmequellen ist das bei den bek^^vSSS^JTS: 
d?< ,■£?£ ammCr VOrhandene elektromagnetische Feld. Nach der Erfindung wird da ^^SSSi Fdd 
so Z^^^ZSS^^^ Kammer ver.eg, so L in der Ka^SSsS 

d,,Ii„«SmJ ,ld p " g d l e Erfindun 8 vor - daB di « Anregung des Reaktionsgases in einem von diesem 

K a "7 erf0lgt> dCr in dCr Ga ^in«^leitung fur die Reaktionskamme angeordnetTt Aus d Sem ' 
RaumstromtdaherdasangeregteGasindieReaktionskammerein. 

inh«m« b S an,mer ^ a , Uch *° n den im Stand der Technik bekannten Stabelektroden frei die ein 
?^??n^f d f mU ??' ? da ° die Atzgeschwindigkeit bei den bekannten Verfahren zum BdspTc von der 
Lage des Bohrlochs auf der Leiterplatte und von seiner Lage gegenuber den Stabelektroden abhaneii ist 
normalerweise im Randbereich der Leiterplatte groBer als im Mittelbereich aDe.eictroden abhan gl g ,st, 

Um die mit der Anlage nach der Erfindung mogliche gleichbleibende Qualitat weiter zu verbessern schlaet die 
Erfindung weiterh.n vor. daB die Reaktionskammer mehrere Gaseinlasse mit je dner^«mTSSnXi 

a±nvVr. Uf T eiSe H kann - & kann aUCh vor ^ ehe " *** *e An.age Lei t- und fSS^SSSSSS- 
Bigen Verte. ung der angeregten Gase in der Reaktionskammer aufweist Hiermit soil einT konstanfe SSJ! 

gen7ra?ra d JwU C t lagt ^ ^ ^ d * Einrichtun * zur E ™g-g des Plasmas einen Mikrowe.len- 

PlaSma " ErZ 1"! Ung r Sei " richtung isl vor ^e sw e'se derart angeordnet und ausgebildet daB die Reaktions 
kammer imwesenthchen frei von elektrischen und magnetischen Feldern bleibt Reaktions- 
Um die Temperatur der Leiterplatte auf einem moglichst genau einzuhaltenden Wert halten zu konnen, kann 
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erfindungsgemaB vorgesehen sein, daB die Reaktionskammer und/oder die Eintrittsschleuse eine Heizeinrich- 
tung fur das Substrat aufweist. Es kann ebenfalls vorgesehen sein, falls dies aufgrund der auftretenden chemi- 
schen Reaktion erforderlich ist. daB die Reaktionskammer eine Kuhleinrichtung aufweist. 

Die Heizeinrichtung und/oder die Kuhleinrichtung konnen selbstverstandlich ansteuerbar oder regelbar sein, 
so dafl die Anlage alle Parameter uberwachen und steuern kann. 5 

Zur Erhohung der Durchsatzgeschwindigkeit kann in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, daB die 
Transporteinrichtung mehrere getrennt antreibbare und ansteuerbare Transportstrange aufweist Damit kann 
im Gegensatz zu den im Stand der Technik bekannten Anlagen die Transportgeschwindigkeit des Substrates 
innerhalb der Anlage den jeweiligen Erfordernissen der Behandlung angepaflt werden. Beispielsweise ist eine 
schnelle Obernahme von der Eingangsschleuse in die Reaktionskammer moglich, wahrend in der Reaktionskam- io 
mer der Transport voh einem zweiten Transportstrang ubernommen wird, der langsamer arbeitet Es ist 
selbstverstandlich auch moglich, die Transportgeschwindigkeit und damit die Verweildauer des Substrates in der ■ 
Reaktionskammer zu steuern und damit das Arbeitsergebnis zu regeln. 

In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, daB mehrere Reaktionskammern hintereinander 
angeordnet sind Es ist denkbar, auf diese Weise unterschiedliche Behandlungen mit unterschiedlichen Reak-w is 
tionsgasen hintereinander durchzufuhren, ohne daB das Substrat wieder uber eine aufwendige Schleuse aus der 
Anlage entfernt werden muB. 

Eine Moglichkeit, wie die Transporteinrichtung aufgebaut sein kann, besteht darin, sie aus Gliederketten 
zusammenzusetzen. Die Gliederketten, die ahnlich wie eine Fahrradkette angeordnet sind, konnen mit Klam- 
mem die Leiterplatte ubernehmen und sie transportieren. Sie konnen insbesondere die Leiterplatte zu einer 20 
anschlieBenden zweiten Gliederkette ubergeben, da die Leiterplatten eine gewisse Lange aufweisen, so daB sie 
noch von der ersten Gliederkette gehalten und schon von der zweiten ubernommen werden konnen. 

Die Platten konnen beim Transport stehend, aber auch schrag und auch horizontal angeordnet sein. 

Zur Fuhrung der Substrate, falls diese unterschiedliche Langen aufweisen, konnen in der Transporteinrichtung 
geneigte Stabe vorgesehen sein. 25 

Das Einbringen des angeregten Gases in die Reaktionskammer kann erfindungsgemaB so geschehen, daB 
durch die Reaktionskammer ein kontinuierlicher Gasstrom erzeugt wird, indem beispielsweise das Reaktionsgas 
zugefuhrt und an ein anderen Stelle abgepumpt wird. Es laBt sich durch Andern der Gaszufuhrung eine 
gewunschte Gasstromung einstellen. Durch die Steuerung der Leistung der Absaugpumpe kann der Druck in 
der Reaktionskammer auf einen gewunschten Wert eingestellt werden. Daher lassen sich beide GroBen auf den 30 
richtigen Wert einstellen. Auf diese Weise wird die Reaktionskammer kontinuierlich von angeregtem Gas mit 
einem gewunschten Durchsatz durchstromt 

Bislang wurde nur von d em Reaktionsgas gesprochen. Es ist selbstverstandlich auch moglich, eine Mischung 
aus unterschiedlichen Gasen zu verwenden. Der Einfachheit halber wird in der Ahmeldung aber vom Reaktions- 
gas gesprochen. 35 

Beispielsweise kann als Arbeitsgas Ar, NH3, 02, CF4, N 2 0, H 2 oder ein Gemisch aus diesen Gasen verwendet 
werden. Auch moglich sind Polymerbildner oder Monomere. 

Die Erfindung schlagt in Weiterbildung vor, daB die Anregungsenergie geregelt werden kann, und zwar zum 
Beispiel auf einen von der Plattentemperatur abhangigen Wert Zu diesem Zweck konnen Einrichtungen 
vorgesehen sein, um die Plattentemperatur zu messen. 40 

Ebenfalls moglich ist es, wie von der Erfindung vorgeschlagen wird, daB die Verweildauer des Substrats in der 
Reaktionskammer bzw. die diese bestimmende Transportgeschwindigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur 
des Substrats verandert wird. 

Es ist auch moglich, daB die Anregungsenergie und/oder die Verweildauer des Substrats in der Reaktionskam- 
mer in Abhangigkeit von der gewunschten Atztiefe verandert wird. 45 

Auch die Gasstromung durch die Reaktionskammer kann in Abhangigkeit von der Temperatur des Substrats 
und/oder der gewunschten Atztiefe verandert werden. 

Die Erfindung schlagt vor, die zur Verftigung stehenden Parameter Gasdruck, GasfluB, Mischungsverhaltnisse 
bei mehreren Reaktionsgasen, Anregungsleistung und die raumliche Gestaltung der Anregungsraume und die 
Wahl der Anregungsfrequenzen so auszuwahlen und einzustellen, daB solche Anregungszustande entstehen, die 50 
langlebig sind und die chemische Reaktion beschleunigen, wahrend Anregungszustande vermieden werden, die 
uberwiegend durch Abgabe von thermischer Energie zerfallen. 

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzuge der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspruchen, der 
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen der Erfindung sowie anhand der Zeichnung. Hierbei 
zeigen, jeweils stark vereinf acht: 55 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine erfindungemaB ausgebildete Durchlaufanlage; 

Fig. 2 die Auf sich t auf die Anordnung der Fig. 1 von oben; 

Fig. 3 eine Stirnansicht der Anordnung der Fig. 1 und 2; 

Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer zweiten Ausfuhrungsform. 

Die in Fig. I dargestellte Anlage enthalt ein quaderformiges, langgestrecktes Rohr 11, das durch Schieber 12 60 
und 13 in mehrere Abteile aufgeteilt ist und dessen auBere Enden durch Schieber 14, 15 nach auBen abschlieBbar 
sind. Die Schieber 12 bis 15 sind nur schematisch angedeutet, es kann sich hierbei um echte Schieber handelh 
oder auch um Klappen oder ahnliche Einrichtungen, die es ermdglichen, die entsprechenden Abteile des Rohres 
1 1 luf tdicht abzuschlieBen. 

Das in Fig. 1 zwischen den beiden linken Schiebern 14, 12 gebildete Abteil bildet eine Eintnttsschleuse 16. die 65 
in der dargestellten Dimension gerade so groB ist, daB eine Leiterplatte 17 hineinpaBt Dementsprechend ist das 
am rechten EndederFig. 1 gebildete Abteil die Austrittsschleuse 18. 

In jeder Schleuse ist ein Strang 19 einer Transporteinrichtung 20 angeordnet. wobei die Transporteinrichtung 
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20 insgesamt drei Gliederketten aufweist, von denen jede Gliederkette innerhalb einer Kammer aneeordnei i«t 
und e.nen e.genen Antrieb aufweist. Dies bedeutet, daB die Gliederkette 21 der EintrittsschTeuse ?6 
von der Gliederkette 22 und der Gliederkette 23 der Austrittsschleuse 18 betrieben werden kann Unabhan *'K 
Zwischen den beiden mittleren Schiebern 12 und 13 ist eine Reaktionskammer 24 gebildet deren Lan Pe im 
s dargestellten Beispiel groBer ist als die der beiden Schleusen 16, 18. Reoiiaet, aeren Lange Im 

Alle Gliederketten sind so angeordnet. daB beide Trums horizontal und in Langsrichtung der Anlage verlau 
fen. so daBs.e erne Le.terplatte bzw. ein Substrat 17durchdie Anlage hindurch befordern konnen 

In den Seitenwanden der Reaktionskammer 24 miinden zwei Leitungen 25, aus denen bereits angeregtes 
Reaktionsgas m die Reaktionskammer 24 einstromt An der Unterseite der Reaktionskammer 24 t eSfS 
,o 26 angeschlossen. der m,t einer nicht weiter dargestellten Vakuumpumpe verbunden ist. Durch die Le stung de? 
mit dem Abpumpstutzen 26 verbundenen Pumpe und durch die Menge des durch die EinliTe ^ einge lassenen 
Reaktionsgases laBt sich die Hohe des Unterdrucks in der Reaktionskammer 24 einstellen e,n g ela *enen 
Auch be.de Schleusen 16 18 enthalten an ihrer Unterseite jeweils einen Stutzen 27 zur' Verbindung entweder 
mit einer Vakuumpumpe oder mit einem Ventil. 8 emweaer. 

is Wie sich aus der Fig. 1 ergibt, ist das Innere der Reaktionskammer 24 frei von Elektroden ' 
Die Aufs.cht der Fig. 2 zeigt daB die Reaktionskammer 24 insgesamt vier Gaseinlasse 25 fur angeregtes Gas 
aufweist Das Reaktionsgas wird uber ein nicht dargestelltes Leitungssystem in vier AnschluL 28 einf espSst 
Die Anschlusse 28 gehSren zu den eigentlichen Plasma-Erzeugungsgeraten 29, in denen vorzugsweise m it K 
von MikroweHen das durch den Einlafl 28 einstromende Reaktionsgas angeregt wird. Das angere g ^G^aTverla£ 

SI":; (S ™* d rS[e G P St n P Ung P] ^T ETZeUeeT ? dUfCh diC Gasei "^ 25 und trift m die Reaknts- 
icammer 24 em Die Plasma-Erzeuger sind derart angeordnet und ausgebildet, daB die Reaktionskammer 24 in 

SSEiST ' m W 5f entl if hen frei von e'ektrischen und magnetischen Feldern bleibt Di ^Sjffe i "dS 
Reaktionskammer 24 sind so verteilt. daB das austretende angeregte Gas sich moglichst gleichmaBigk "d£ 
!:SS^' e ^aktionskammer 24 kann Leitb.eche o. dgl. aufweisen. die d^ese S&Sb£ 

s» suss ^issss^ 24 verbunden ware - Es ist natar,ich auch 

Die schematisch dargestellte Vorrichtung arbeitet folgendermaBen. Der Schieber 14 auf der linken Seite wird 
geoffnet und erne Le.terplatte 17 mit einem Greifer oder einer sonstigen nicht dargestellten Einrichtune in die 
Schleuse eingeschoben Dort ergreift sie eine Halterung 30 an der Gliederkette 21 die jetzt angeSeben wird 

M^SSS? ?? t H d "l Leit ^r Iatte 17> bi$ dle * vo,,standie in der Eintrittsschleuse 16 endfal Sn is oTn 
wird der Antrieb der Gliederkette 21 gestoppt AnschlieBend wird der Schieber 14geschlossen und die Vakuum 
pumpe an den AuslaBstutzen 27 angeschlossen. so daB die Eintrittsschleuse 16 evakuiert werden kann AnsS- 
Bend wird der die Eintrittsschleuse 16 gegenuber der Reaktionskammer 24 abdichtende SchieberTj geoffnet, 
/ T 21 Und d 'l Gliederke «e 22 in Betrieb gesetzt In der Reaktionskammer 24 herr*ch der 
K S k ,T )" der ,. E ' 1 nt " t i ssch,euse 16 z " diesem Zeitpunkt Da das Substrat 17 langer ist als der 
durch den Schieber 12 erforderhche Abstand zwischen den beiden Gliederketten 21 und 22, kann dls Substrat 17 
bequem auf die zweite Gliederkette 22 ubernommen werden, wo das Substrat 17 von einer Klammer 30 
ubernommen und weitertransportiert wird. Sobald das Substrat 17 den Schieber 12 passiert hat, wird dieser 
fnmS;? g T l nU " d ' e ei « ent » iche Plasma-Bearbeitung des Substrats 17 in der Reaktionskammer24. die 
kontinuierlich von dem angeregten Gas durchstromt wird. Gleichzeitig kann die Eintrittsschleuse 16 wieder 
be uftet werden. so daB anschl.eBend eine weitere Leiterplatte eingesetzt werden kann. Die Geschwindigkeit 

S Ll™.2 e if- ,,e ? er, ? tt t? 2 m u dCr Reak,ionskammer 24 angetrieben wird, bestimmt die Verweildruefdes 
Substrates 17 in der Reaktionskammer und damit die Dauer der Bearbeitung. Diese kann in Abhangigkeit von 
v^TnT" h beis P ,elsw , eise . der Substrattemperatur oder der gewunschten Atztiefe verandert werden. Selbst- 
SJ? eS a " ch mo ?i' ch ' d ' e Gliederkette 22 anzuhalten. so daB das Substrat 17 beispielsweise in der 
Mute der Reaktionskammer 24 stehen bleibt. Nach Ende der Bearbeitung wird der die Reaktionskammer 24 von 
„nwV1 V *f chl « use « jrennende Schieber 13 geoffnet. wobei zu diesem Zeitpunkt die Austrittsschleuse 18 
unter Unterdruck steht Dann wird das Substrat 17 in die Austrittsschleuse 18 ubergefuhrt, der Schieber 13 
geschlossen und die Austrittsschleuse 18 beliiftet Das fertige Substrat 17 kann dann nach Offnen des Schiebers 
15 entnommen werden. 

Es ist moglich, die Transporteinrichtung so auszubilden, daB die Transportrichtung in der Reaktionskammer 
umgekehrt wird, so daB die Eintrittsschleuse 16 gleichzeitig auch als AuslaBschleuse verwendet werden kann 

Hg. 4 zeigt eine gegenuber der Fig. 1 geanderte Ausfuhrungsform, bei der die Gliederkette in der Reaktions- 
kammer noch unterteilt ist Schon bei der Ausfuhrungsform der Fig. 1 ist es vorgesehen, daB die Gliederkette 21 
i 2 ? '?-,w n Sc" 16 " 56 "'"!! hoherer Geschwindigkeit arbeiten als die Gliederkette 22 in der Reaktionskammer 
24 Die Ubergabe des Substrats 17 in die Schleuse und aus der Schleuse heraus soil mdglichst schnell gehen 
wahrend die Transportgeschw.ndigkeit innerhalb der Reaktionskammer 24 ein in das Arbeitsergebnis eingehen- 
der Parameter ist und daher veranderbar sein soil. Bei der Ausfuhrungsform der Fig. 4 kann die erste Gliederket- 
te 31 in der Reaktionskammer 24 mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben werden, namlich mit einer schnellen 
Geschwindigkeit zur Ubergabe der Leiterplatte von der Schleuse her. Wenn die Leiterplatte dann vollstandig in 
der Reaktionskammer 24 ist. kann die Gliederkette 31 mit langsamerer Geschwindigkeit zur Ubergabe an die 
angsamere mittlere Gliederkette 32 betrieben werden. Das gleiche gilt dann mit umgekehrtem Vorzeichen auch 
fur die letzte Gliederkette 32 in der Reaktionskammer 24 bei der Ausfuhrungsform der Fig. 4 Auf diese Weise 

k ?K? Ur A hl f Ufrate u de n V °T d f r u Erfindu "g vorgeschlagenen Anlage nochmals erhoht da die Substrate 
innerhalb der Anlage schneller durchbewegt werden. 
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Die Fig. 1 und 4 zeigen die Transporteinrichtung nur stark schematised Es konnen selbstverstandlich inner- 
halb der Kammern Fuhrungseinrichtungen fur die Substrate 17 vorgesehen sein, damit diese auch korrekt 
gefuhrt werden. 

Die Anlage nach der Erfindung enthalt im einzelnen nicht dargestellte Einrichtungen, um die Parameter der 
Anlage zu uberwachen. So konnen beispielsweise Temperatur- und Druckfuhler vorgesehen sein. Die Leistung 5 
der an den Stutzen 26 angeschlossenen Vakuumpumpe und die den GaseinlaB in die Plasma-Erzeugung 29 
kontrdllierenden Ventile konnen steuerbar sein, so daB sich nicht nur der Unterdruck in der Reaktionskammer 
24, sondern auch der Gasdurchsatz durch die Reaktionskammer 24 regeln JaBt Auf diese Weise kann mit der 
Anlage nach der Vorrichtung ein Verfahren unter Berucksichtigung aller Parameter so gesteuert werden, daB 
die Reaktion optimal, schnell und mit gleichbleibend hoher Qualitat ablauft Auf diese Weise wird zum ersten \o 
Mai eine Anlage zur kontinuierlichen Durchlaufbehandlung von Substraten im Niederdruckplasma geschaffen, 
die auch in Kostenhinsicht den naBchemischen Anlagen uberlegen ist. 



Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur kontinuierlichen Bearbeitung von Substraten (17) im Niederdruckplasma. insbesondere 
zur Reinigung von Bohrlochwandungen von Leiterplatten. mit einer Reaktionskammer (24), einer gegen- 
uber der Reaktionskammer (24) und der Umgebung abdichtbaren Eintrittsschleuse (16), einer gegeniiber 
der Reaktionskammer (24) und der Umgebung abdichtbaren Austrittsschleuse (18), einer Transporteinrich- 
tung (20) zum Transport der Substrate (17) durch die Vorrichtung sowie mit einer Einrichtung (29) zum 20 
Erzeugen eines Niederdruckplasmas durch elektrische Anregung. wobei jede Kammer (16, 18, 24) einen 
GasauslaB (27, 26) zum AnschluB an eine Vakuumpumpe und die Reaktionskammer (24) einen GaseinlaB 
(25) zum EinlaB des Reaktionsgases aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die Anregung des Reaktions- 
gases auBerhalb der Reaktionskammer (24) erfolgt und das bereits angeregte Gas in die Reaktionskammer 
(24)einstrdmt. 25 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Anregung des Reaktionsgases in einem 
von diesem durchstromten Raum erfolgt, der in der GaseinlaBleitung fur die Reaktionskammer (24) ange- 
ordnet ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Reaktionskammer (24) mehrere 
Gaseinlasse (25) vorzugsweise mit je einer Plasma-Erzeugungseinrichtung (29) aufweist. 30 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Plasma-Erzeu- 
gungseinrichtung (29) einen Mikrowellen-Generator aufweist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Plasma-Erzeu- 
gungseinrichtung derart angeordnet und ausgebildet ist, daB die Reaktionskammer im wesentlichen frei von 
elektrischen und magnetischen Feldern ist 35 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie Leit- und 
Fuhrungsmittel zur gleichmaBigen Verteilung des angeregten Gases in der Reaktionskammer (24) aufweist 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafl die Reaktions- 
kammer (24) und/oder die Eintrittsschleuse (16) eine Heizeinrichtung fur das Substrat (17) aufweist 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Reaktions- 40 
kammer (24) und/oder mindestens eine Schleuse (16, 18) eine Kuhleinrichtung fur das Substrat (17) aufweist 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Transportein- 
richtung (20) mehrere getrennt antreibbare und ansteuerbare Transportstrange (19) aufweist 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB mehrere Reak- 
tionskammern (24) hintereinander angeordnet sind. 45 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Transport- 
einrichtung (20) Gliederketten (21,22,23,31.32,33) aufweist 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB zur Fuhrung der 
Substrate (17) die Transporteinrichtung (20) geneigte Stabe aufweist 

13. Verfahren zur kontinuierlichen Bearbeitung von Substraten (17) in einem Niederdruckplasma, bei dem 50 
das zu bearbeitende Substrat (17) durch eine Schleuse (16) in eine standig unter Unterdruck stehende 
Reaktionskammer (24) transportiert, in dieser dem dort herrschenden Plasma ausgesetzt und nach der 
Bearbeitung durch eine Schleuse (18) aus der Reaktionskammer (24) heraustransportiert wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Reaktionsgas auBerhalb der Reaktionskammer (24) elektrisch angeregt und das 
angeregte Gas in die Reaktionskammer (24) geleitet und aus dieser abgepumpt wird. 55 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet daB die Reaktionskammer (24) kontinuierhch von 
angeregtem Gas durchstromt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Reaktionskammer (24) anna- 
hernd frei von elektrischen und magnetischen Feldern gehalten wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet daB das Reaktionsgas mit Hilfe eo 
von Mikrowellen angeregt wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet daB das Reaktionsgas mit Hilfe 
mehrerer Plasma- Erzeuger (29) angeregt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB das angeregte Gas an 
mehreren Stellen (25) in die Reaktionskammer (24) einstromt 65 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet daB als Arbeitsgas Ar, NH3, 02, 
CF4, H2. N2O oder ein Gemisch aus diesen Gasen verwendet wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet daB das Substrat (17) vor, 
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wahrend oder nach der Bearbeitung geheizt und/oder gekuhlt wird 

beneS 'wird na ° h Cinem Ans P r0che 13 bis 20 - dadurch gekennzeichnet. daB die Reaktionskammer (24) 
gekoSh w^rA " aCh Cinem AnSpr0che 1 3 bis 20 " dadurch gekennzeichnet. daB die Reaktionskammer (24) 

l»Z tri .* h f% • aCh e 'o em der Ans P rQcne ™ bis 22. dadurch gekennzeichnet. daB die Verweildauer des 
Substrats (17) ,n der Reaktionskammer (24) bzw. die diese bestimmenden TransportgeschwindigkeiUn 
Abhang.gkeit von derTemperatur des Substrats (17) verandert wird mmgiceit in 

24 Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 23. dadurch gekennzeichnet. daB die Verweildauer des 
Substrats (17) ,n der Reaktionskammer (24) bzw. die diese bestimmende Transportgesc^indigkeit in 
Abhang.gkeit von der gewiinschten Atztiefe verandert wird. 'S«cnwmaigKeit in 

25 Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 24. dadurch gekennzeichnet. daB die Anregungsenereie in 
AbhangigkeitvonderTemperaturdesSubstrats(17)verandert wird gungsenergie in 
26. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 25, dadurch gekennzeichnet. daB die Gasstromung durch die 
aSSSS^SST Abhangigkeit V °" der Tem " eratur des Subs <™ <"> und/oder deTgelonschte'n - 
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